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Представлены результаты исследования кристаллического кварца, имплантированного цинком и отожженного в окислительной атмосфере. 
Кристаллические кварцевые подложки толщиной 0.25мкм были имплантированы ионами 64Zn+ с дозой 8×1016/см2 и энергией 40кэВ. Подложки отжигались на воздухе в течение 1часа в диапазоне температур 400-800оС с шагом 100оС. 
Профили имплантированного цинка были исследованы методом резерфордовского обратного рассеяния ионов He+ с энергией 2МэВ. Химическое состояние цинка и его картирование при послойном анализе проводились методом Оже электронной спектроскопии. Образцы также исследовались с помощью фотолюминесценции (ФЛ) в видимой области спектра. 
После имплантации максимум концентрации цинка  находится на глубине 30нм. При отжигах концентрационные профили имплантированного Zn имеют тенденцию перемещаться к поверхности образца. После имплантации в приповерхностном слое кварца образуются нанокластеры металлического Zn с размером около 10нм. После отжига при 700оС образуются нанокластеры ZnO с размером 20-50нм. После имплантации наблюдается значительный пик ФЛ на длине волны 430нм, вызванный дефектами в кварце вакансионного типа. По мере отжигов происходит постепенное уменьшение количества этих дефектов, а после отжига при 700оС появляется мощный пик ФЛ на длине волны 380нм, вызванный образованием фазы оксида цинка ZnO. 
